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半導体レーザー
赤色半導体レーザー

品名
波長
λP
(nm)

絶対最大定格
(TC=25℃)

電気的・光学的特性
(TC=25℃)

条件PO
(mW) パッケージ 等価回路図

PO
(mW)

VR
(V)

Topr
Max
(℃)

ITH
(mA)

Iop
(mA)

η
(W/A)

Vop
(V)

Im
(mA)

θ⊥
(deg)

θ//
(deg)

RLD65MZT7 659 7 2 70 20 28 0.70 2.3 0.24 27.0 8.0 5

ϕ5.6mm 

RLD63NPC5
(Pure red)

635 6 2 40 24 33 0.55 2.2 0.18 32.0 8.0 5

ϕ5.6mm (Open)

RLD63NPC6
(Pure red)

638 12 2 50 28 43 0.70 2.3 0.15 32.0 8.0 10

ϕ5.6mm (Open)

RLD63NPC7
(Pure red)

638 17 2 50 32 57 0.60 2.2 0.16 30.0 8.0 15

ϕ5.6mm (Open)

RLD63NPC8
(Pure red)

638 24 2 50 32 65 0.60 2.25 0.20 30.0 8.0 20

ϕ5.6mm (Open)

RLD65NZN5 660 10 2 60 11 20 0.75 2.25 0.65 25 9 7

ϕ5.6mm 

RLD65NZX1
(Higher temp.) 663 10 2 80 15 24 0.85 2.3 0.30 27.0 9.0 7

ϕ5.6mm 

RLD65NZX2
(Higher ESD)

658 7 2 70 25 33 0.60 2.3 0.20 28.0 8.5 5

ϕ5.6mm 

RLD63PZCA
(Pure red)

638 7 2 50 28 33 0.80 2.2 0.08 32.0 8.0 5

ϕ5.6mm 

RLD65PZX2
(Higher ESD)

658 7 2 70 25 33 0.60 2.3 0.20 28.0 8.5 5

ϕ5.6mm 

RLD65PZX3
(Higher ESD)

658 12 2 70 25 42 0.60 2.3 0.30 28.0 8.5 10

ϕ5.6mm 

Note：特に指定のない限り、電気的・光学的特性はTyp値です。� 　
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●オープンパッケージ品ついて
オープンパッケージ製品(パッケージMARKがPの製品)は、外部環境により
特性や信頼性が低下する可能性があります。
トナーや人的異物、煙草の煙を含む異物、イオンによる腐食、接着剤やフ
ラックスの揮発成分による影響、結露、光ピンセット効果などについては十
分に対策していただきますようお願いいたします。
また、レーザーチップ発光部を含む構成部品に触れることがないように注意
してください。

半導体レーザー
赤色半導体レーザー　 P.278 赤外半導体レーザー　 P.279

マルチビーム半導体レーザー　 P.279 高出力半導体レーザー　 P.280

VCSEL（面発光レーザー）　 P.280 形名の構成・記号と定義 P.281

パッケージ仕様 P.282

アイコンクリックでローム公式Webサイトの製品ページへリンクします。最新の状況は公式Webサイトをご確認ください。
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https://www.rohm.co.jp/products/laser-diodes/red-lasers
https://www.rohm.co.jp/products/laser-diodes/infrared-lasers
https://www.rohm.co.jp/products/laser-diodes/multi-beam-lasers
https://www.rohm.co.jp/products/laser-diodes/high-power-lasers
https://www.rohm.co.jp/products/laser-diodes/vcsel


赤外半導体レーザー

品名
波長
λP
(nm)

絶対最大定格
(TC=25℃)

電気的・光学的特性
(TC=25℃) 条件

PO
(mW)

パッケージ 等価回路図
PO
(mW)

VR
(V)

Topr
Max
(℃)

ITH
(mA)

Iop
(mA)

η
(W/A)

Vop
(V)

Im
(mA)

θ⊥
(deg)

θ//
(deg)

RLD78MZA6 790 4.5 2 70 25 35 0.35 1.9 0.15 37.0 11.0 3

ϕ5.6mm

RLD78MZM7 792 20 2 60 11 33 0.65 1.8 0.50 24.0 8.5 15

ϕ5.6mm

RLD78NZM5 793 10 2 60 10 20 0.55 1.8 1.15 28.0 9.0 6

ϕ5.6mm

RLD78NZM7 792 20 2 60 11 33 0.65 1.8 0.90 24.0 8.5 15

ϕ5.6mm

RLD82NZJ1 822 220 2 60 50 255 0.95 2.4 0.30 17.0 9.5 200

ϕ5.6mm

RLD84NZJ2 842 220 2 60 40 250 0.95 2.4 0.40 19.0 9.5 200

ϕ5.6mm

RLD85NZJ4 852 220 2 60 40 250 0.95 2.4 0.40 19.0 9.5 200

ϕ5.6mm

RLD78PZM7 792 20 2 60 11 33 0.65 1.8 0.65 24.0 8.5 15

ϕ5.6mm

RLD82PZJ1 822 220 2 60 50 255 0.95 2.4 0.30 17.0 9.5 200

ϕ5.6mm

RLD84PZJ2 842 220 2 60 40 250 0.95 2.4 0.40 19.0 9.5 200

ϕ5.6mm

RLD85PZJ4 852 220 2 60 40 250 0.95 2.4 0.40 19.0 9.5 200

ϕ5.6mm

RLD94PZJ5 942 285 2 65 55 325 0.75 2.2 0.90 30.0 35.0 200

ϕ5.6mm

Note：特に指定のない限り、電気的・光学的特性はTyp値です。�

PD

(1)

(3)
LD

(2)

PD

(1)

(3)
LD

(2)

PD

(1)

(3)
LD

(2)

マルチビーム半導体レーザー

品名
波長
λP
(nm)

絶対最大定格
(TC=25℃)

電気的・光学的特性
(TC=25℃) 条件

PO
(mW)

パッケージ 等価回路図
PO
(mW)

VR
(V)

Topr
Max
(℃)

ITH
(mA)

Iop
(mA)

η
(W/A)

Vop
(V)

Im
(mA)

θ⊥
(deg)

θ//
(deg)

RLD2BPNG5 792 25 2 60 10 42 0.8 1.8 0.7 27.5 9.5 25

ϕ5.6mm CAN (4PIN)

Note：特に指定のない限り、電気的・光学的特性はTyp値です。�

LD2

(1)

(3)

LD1

(2)

PD
(4)
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高出力半導体レーザー

品名
波長
λP
(nm)

絶対最大定格
(TC=25℃)

電気的・光学的特性
(TC=25℃)

測定パルス
条件 パッケージ 等価回路図

IF
(A)

PO
(W)

Topr
Max
(℃)

IF
(A)

PO
(W)

ITH
(A)

VF
(V)

θ⊥
(deg)

θ//
(deg)

発光領域
(µm×µm)

RLD90QZWA

905

6 17

85

5 15 0.3 13 20 14 35×10

パルス幅
50ns

Duty比
0.05%

ϕ5.6mm

RLD90QZWJ 9 25 9 25 0.4 15 20 14 50×10

ϕ5.6mm

RLD90QZWB 11 30 9 25 0.4 13 25 14 50×10

ϕ5.6mm

RLD90QZW5 9 25 9 25 0.4 14 25 12 70×10

ϕ5.6mm

RLD90QZWC 11 30 9 25 0.4 12 25 13 70×10

ϕ5.6mm

RLD90QZWD 13 40 12 35 0.5 11 25 13 100×10

ϕ5.6mm

RLD90QZW3 28 90 23 75 0.9 11 25 12 225×10

ϕ5.6mm

RLD90QZW8 46 145 38 120 — 13 20 11 270×10

ϕ5.6mm

Note：特に指定のない限り、電気的・光学的特性はTyp値です。�

(1)

(3)
LD

(2)

VCSEL(面発光レーザー )*

品名
波長
λP
(nm)

電気的・光学的特性
(TC=25℃)

発光領域
(mm×mm)

測定パルス
条件 パッケージ 等価回路図

PO
(mW)

IF
(mA)

VF
(V)

ITH
(mA)

PCE
(%)

θ [FWHM]
(deg)

η
(W/A)

RLD94SAQ6 940 200 300 2 70 33 13 0.85 0.41×0.23
パルス幅
800μs
1ショット

t=0.77

RLD94SAQ8 940 2,400 3,000 2 750 40

−00A: 20
−10A: 60×45
−20A: 72×55
−30A: 90×69
−40A: 110×85

1 1.10×0.82
パルス幅

400μs
1ショット

−00x: t=0.77
other: t=0.97

Note：特に指定のない限り、電気的・光学的特性はTyp値です。� ☆：開発中
*素子販売も対応予定です。詳細は担当営業にお問い合わせください。

☆

(1)

LD

(2)

☆

●安全性について
本製品は、一般的な電子機器への使用を意図して
います。
半導体レーザーからでるレーザー光は人体に有害
ですので、動作しているとき、発光部を直接もしく
は、レンズやファイバを通して見たりしないよう十
分注意してください。

極めて高度な信頼性が要求され、その製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような機器・装置へのご使用を検討される際は、
事前にローム営業窓口までご相談願います。

半導体レーザー
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●形名の構成

●記号と定義

パッケージ極性
MARK LDコモン PDコモン

M カソード カソード

N アノード カソード

P カソード アノード

Q カソード ̶

S フローティング ̶

R L D P X AZ －

MARK 材質 外径 ピン数 窓ガラス

P メタル 5.6ϕ 3 なし

N メタル 5.6ϕ 4 あり

Z メタル 5.6ϕ 3 あり

波長 枝番

LDチップ形名

63

65

78

82

84

85

94

630nm帯

650nm帯

780nm帯

820nm帯

840nm帯

850nm帯
90 900nm帯

940nm帯
2B 2ビーム

■絶対最大定格
絶対最大定格は、いかなる外部条件の下でも瞬時たりとも、絶対に超えて
はならない値です。
ケース温度TC＝25℃における値で規定されています。

■電気的・光学的特性

項目 記号 定義

光出力 PO
連続又はパルス動作させた場合の最大許容出力です。
光出力−順電流特性において、この光出力まではキンク(曲り)はありません。
(Fig.1)

逆電圧 VR
製品に逆バイアスが加わる場合の最大許容電圧です。
レーザーとフォトダイオードは別々に規定されます。

動作温度 Topr 製品を動作させる場合に許容される周囲温度です。
製品のケース温度で定義します。

保存温度 Tstg 製品を保存する場合に許容される周囲温度です。

項目 記号 定義

しきい値電流 ITH
Fig.2において、Aは自然発光領域、Bはレーザー発振領域に区別されます。
レーザー発振を開始する電流値がしきい値電流です。

動作電流 IOP 定められた光出力を出すときに必要な順方向電流です。

動作電圧 VOP 定められた光出力を出すときの順方向電圧です。

微分効率 η 単位駆動電流当たりの光出力の平均増加値です。レーザー発振領域での順方向電流に対する光出力直線の傾きを
示します。(Fig.2)

モニタ電流 Im
定められた逆電圧をモニタ用フォトダイオードにかけた状態で、定められた光出力を出すときのフォトダイオードの
出力電流です。

水平広がり角
垂直広がり角

θ//
θ⊥

レーザーからの放射光はFig.3のように広がります。この分布を接合面に対して水平方向(x方向)、垂直方向(y方向)
で測定するとFig.3のようになります。この分布のピーク強度の1/2での広がり幅(半値全角)をθ//、θ⊥といい、角度
で定義します。(Fig.4)

水平方向光軸傾き
垂直方向光軸傾き

Δϕ//
Δϕ⊥

基準面に対する光軸のずれを表します。水平方向、垂直方向の広がり角分布(Fig.4)において、ともに(a-b)/2で定
義します。(Fig.5)

発光点位置 ΔX, ΔY, ΔZ 発光部の位置ずれを表します。ΔX、ΔYはパッケージのセンターからのずれ、ΔZは基準面からのずれを表します。
(Fig.6)

発振波長 λp
定められた光出力を出すときのピーク発振波長です。発振スペクトラムにはFig.7のようにシングルモードとマルチ
モードがありますが、マルチモードの場合は、スペクトラムの最大光強度の波長で定義します。

電力変換効率 PCE 電気エネルギーをどれだけ効率よく光に変換できるかという指標です。

半導体レーザー
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■Fig.4 放射特性
光出力 光出力

1
1

0.5 0.5

0 0X Y
deg.deg.

ɵ⊥ɵ//

■Fig.6 発光点位置
XY基準点

Z基準面
X

Y

Z チップ位置

■Fig.5 光軸傾き
光出力

deg.

ab

0

0.5ピーク強度1/2

1

■Fig.7 発振スペクトル特性

シングルモード
マルチ モード

波長 波長

光
強
度

光
強
度

λ λλP λP

■Fig.1 光出力−順電流特性 ■Fig.2 光出力−順電流特性

BA

ITH

微分効率η＝ΔPO

Δ
P
OΔIF

ΔIF

光
出
力（
P
o）

順電流（IF）

■Fig.3 放射特性

後方
前方

X
Y

水平横モード
ファーフィールドパターン

垂
直
横
モ
ー
ド

光
出
力（
P
o）

キ
ン
ク

絶対最大定格

順電流（IF）

パッケージ仕様
●外形寸法図(単位：mm)

*品名によって異なる場合がありますので、ご検討の際は必ず仕様書をご確認ください。
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